
JP 6294670 B2 2018.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂層表面上に形成された第１バリア層と、前記第１バリア層の上方に形成されたスイ
ッチング素子と、を有する第１積層体と、
　各層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を有
する第２積層体と、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に位置した充填層と、を備え、
　前記第１バリア層は、前記樹脂層表面側から順に、第１のシリコン酸化膜、シリコン窒
化膜、及び第２のシリコン酸化膜の積層を有し、
　前記第２シリコン酸化膜の膜厚は、前記第１シリコン酸化膜の膜厚よりも大きく、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とは、前記スイッチング素
子に関し互いに対称である表示装置。
【請求項２】
　前記第２積層体は、前記第２バリア層を通り過ぎて前記第１積層体と対向した他の樹脂
層をさらに有し、
　前記第２バリア層は、前記他の樹脂層上に形成されている請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第２バリア層は、０．２Ｎ／ｍｍ以下の密着力で前記他の樹脂層上に形成されてい
る請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
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　第１樹脂層と、前記第１樹脂層上の第１バリア層と、前記第１バリア層上のスイッチン
グ素子と、を含む第１積層体と、
　前記第１積層体と対面し、第２樹脂層と、前記第２樹脂層と前記第１積層体との間の第
２バリア層と、を有する第２積層体と、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間の充填層と、を備え、
　前記第１バリア層は、前記第１樹脂層表面側から順に、第１のシリコン酸化膜、第１の
シリコン窒化膜、及び第２のシリコン酸化膜の積層を有し、
　前記第２バリア層は、前記第２樹脂層表面側から順に、第３のシリコン酸化膜、第２の
シリコン窒化膜、及び第４のシリコン酸化膜の積層を有し、
　前記第２シリコン酸化膜の膜厚は、前記第１シリコン酸化膜の膜厚よりも大きく、
　前記第１のシリコン酸化膜と前記第３のシリコン酸化膜、前記第１のシリコン窒化膜と
前記第２のシリコン窒化膜、及び前記第２のシリコン酸化膜と前記第４のシリコン酸化膜
は、それぞれ互いに同じ組成及び同じ膜厚を有する、表示装置。
【請求項５】
　前記第２バリア層は、０．２Ｎ／ｍｍ以下の密着力で前記第２樹脂層上に形成されてい
る、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　第１樹脂層表面上に、前記第１樹脂層表面側から順に、第１のシリコン酸化膜、シリコ
ン窒化膜、及び第２のシリコン酸化膜の積層を有するとともに、前記第２シリコン酸化膜
の膜厚が前記第１シリコン酸化膜の膜厚よりも大きくなるように第１バリア層を形成し、
前記第１バリア層の上方にスイッチング素子を形成し、前記第１バリア層及びスイッチン
グ素子を有する第１積層体を形成し、
　前記第１バリア層の製造条件及び製造工程と同一の製造条件及び製造工程を利用し、各
層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を第２樹
脂層表面上に形成し、前記第２バリア層を有する第２積層体を形成し、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とが前記スイッチング素子
に関し互いに対称となるように、前記第１積層体と前記第２積層体とを対向配置し、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に充填層を形成し、前記第１積層体と前記第２
積層体とを接着する表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１積層体と前記第２積層体とを接着した後、前記第２バリア層から前記第２樹脂
層を剥離する請求項６に記載の表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１樹脂層は、第１支持基板上に予め形成され、
　前記第２樹脂層は、材料及び厚みに関して前記第１支持基板と同一である第２支持基板
上に予め形成され、
　前記第１積層体と前記第２積層体とを接着した後、前記第２樹脂層から前記第２支持基
板を剥離し、前記第１樹脂層から前記第１支持基板を剥離する請求項６に記載の表示装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置及び表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置や液晶表示装置などの平面表示装置は
、軽量、薄型、低消費電力などの特長を生かして、ＯＡ（office automation）機器、情
報端末、時計、テレビ受像機などの各種分野で利用されている。中でも薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）を用いた表示装置は、その応答性の高さから携帯端末やコンピュータなど多く
の情報を表示するモニタとして多用されている。
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【０００３】
　近年、携帯電話やＰＤＡ（personal digital assistant）などの携帯情報端末機器では
性能面もさることながら、デザイン性、携帯性などの観点から、より薄く、しかもより軽
い表示装置の要求が高まっている。例えば、より一層の薄型化構造を実現とする表示装置
が提案されている。薄型化及び軽量化を実現する方法として、ガラス基板に替えて比較的
耐熱性が高いポリイミドからなる樹脂層やプラスチック基板を利用する技術が知られてい
る。ポリイミドで樹脂層を形成する際は、ポリイミドを利用した樹脂層をガラス基板上に
形成し、樹脂層上にＴＦＴなどを形成した後にセル化を行い、最終的にガラス基板から樹
脂層を剥離する。これにより、上記樹脂層を形成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１７８３６３号公報
【特許文献２】特開２００７－０８８４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、信頼性に優れた表示装置及び表示装置の製造方法を提供する。又
は、本発明の実施形態は、安定的に形状を維持することができる表示装置及び表示装置の
製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態に係る表示装置は、
　樹脂層表面上に形成された第１バリア層と、前記第１バリア層の上方に形成されたスイ
ッチング素子と、を有する第１積層体と、
　各層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を有
する第２積層体と、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に位置した充填層と、を備え、
　前記第１バリア層は、前記樹脂層表面側から順に、第１のシリコン酸化膜、シリコン窒
化膜、及び第２のシリコン酸化膜の積層を有し、
　前記第２シリコン酸化膜の膜厚は、前記第１シリコン酸化膜の膜厚よりも大きく、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とは、前記スイッチング素
子に関し互いに対称である。
【０００７】
　また、一実施形態に係る表示装置の製造方法は、
　第１樹脂層表面上に、前記第１樹脂層表面側から順に、第１のシリコン酸化膜、シリコ
ン窒化膜、及び第２のシリコン酸化膜の積層を有するとともに、前記第２シリコン酸化膜
の膜厚が前記第１シリコン酸化膜の膜厚よりも大きくなるように第１バリア層を形成し、
前記第１バリア層の上方にスイッチング素子を形成し、前記第１バリア層及びスイッチン
グ素子を有する第１積層体を形成し、
　前記第１バリア層の製造条件及び製造工程と同一の製造条件及び製造工程を利用し、各
層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を第２樹
脂層表面上に形成し、前記第２バリア層を有する第２積層体を形成し、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とが前記スイッチング素子
に関し互いに対称となるように、前記第１積層体と前記第２積層体とを対向配置し、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に充填層を形成し、前記第１積層体と前記第２
積層体とを接着する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る表示装置の構造例を概略的に示す断面図である。
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【図２】図２は、上記表示装置の一部の構造例を概略的に示す断面図であり、第１樹脂層
、第１絶縁膜、第２樹脂層、及び第５絶縁膜を取り出して示す図である。
【図３】図３は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、第１マザー基板を
用意する工程を説明するための図である。
【図４】図４は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、第２マザー基板を
用意する工程を説明するための図である。
【図５】図５は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、シール材及び充填
剤を塗布する工程を説明するための図である。
【図６】図６は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、第１マザー基板と
第２マザー基板とを貼り合わせる工程を説明するための図である。
【図７】図７は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、第１マザー基板の
第１支持基板及び第２マザー基板の第２支持基板を剥離する工程を説明するための図であ
る。
【図８】図８は、上記表示装置の製造方法を説明するための図であり、第１樹脂層を割断
する工程を説明するための図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る表示装置の構造例を概略的に示す断面図である。
【図１０】図１０は、第３の実施形態に係る表示装置の構造例を概略的に示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１０】
　始めに、本発明の実施形態の着想について説明する。　
　表示装置は、ガラス基板又は樹脂層の上方にＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を形成する等
して形成される。ガラス基板又は樹脂層と、ＴＦＴとの間には第１バリア層が設けられて
いる。第１バリア層は、ＴＦＴの汚染（ガラス基板又は樹脂層からＴＦＴへの不純物の拡
散）を防止するための層である。また、第１バリア層は、アンダーコート層（下地絶縁層
）であり、ＴＦＴと電気的に隔離されている。
【００１１】
　ところで、表示装置のうち、ガラス基板の替わりとして、可撓性に優れた材料で形成さ
れた基板を備えた表示装置の開発が進められている。製品信頼性に優れ、かつ可撓性に優
れた（割れ難い）表示装置を得たいためである。その他にも、ガラス基板を備えた表示装
置と異なり、商品のデザインを制約しない等の利点があるためである。
【００１２】
　可撓性に優れた基板の作製方法としては、次に挙げる、概ね２種類がある。　
　（１）ガラス基板の替わりに、プラスチック基板（樹脂基板）を用いる。　
　（２）ガラス基板上に樹脂層（例えば、ポリイミドを利用した樹脂層）を形成し、ガラ
ス基板から樹脂層を剥離する。これにより、上記樹脂層をガラス基板の替わりに用いる。
【００１３】
　また、プラスチック基板や樹脂層を利用して表示装置を形成する場合も、ＴＦＴの汚染
を防止するため、第１バリア層はプラスチック基板や樹脂層上に形成される。ＴＦＴは、
第１バリア層を介してプラスチック基板や樹脂層の上方に形成される。なお、表示素子も
、第１バリア層を介してプラスチック基板や樹脂層の上方に形成される場合がある。
【００１４】
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　さらに、ＴＦＴ等の素子が形成されたプラスチック基板や樹脂層の上方には、第２バリ
ア層が設けられる。第２バリア層は絶縁層である。第２バリア層は、外部からのイオン性
の不純物の浸入や、水分などの浸入を抑制するための層である。例えば、表示素子の水分
等による劣化を抑制することができる。
【００１５】
　しかしながら、上記のように表示装置を形成した場合、信頼性に優れた表示装置を得る
ことが困難となる課題が生じる。第２バリア層はＴＦＴ等の素子の形成後に形成されるた
めであり、下方の素子にダメージを与えないように、第２バリア層を形成する際の温度が
制限されるためである。すなわち、第２バリア層を高温の環境下で形成することが困難と
なるため、バリア性に優れた第２バリア層（緻密な第２バリア層）の形成が困難となるた
めである。
【００１６】
　また、上記のように表示装置を形成した場合、安定的に形状を維持することができる表
示装置を得ることが困難となる課題が生じる。表示装置はプラスチック基板や樹脂層の上
に種々の膜を積層して形成されるため、それぞれの膜の応力により、表示装置に反りが発
生し、ひいては表示装置がカールしてしまうためである。
【００１７】
　上述したことから分かるように、上述したような表示装置（第２バリア層）の形成手法
では、信頼性に優れた表示装置や、安定的に形状を維持することができる表示装置を得る
ことは困難である。　
　そこで、本発明の実施形態においては、この課題の原因を解明し、この課題を解決する
ことにより、可撓性及び製品信頼性に優れた表示装置を得ることができるものである。次
に、本発明の実施形態の課題解決のため、上記着想を具体化する手段及び手法について説
明する。
【００１８】
　以下、第１の実施形態に係る表示装置及び表示装置の製造方法について詳細に説明する
。図１は、本実施形態の表示装置ＤＡの構造例を概略的に示す断面図である。この実施形
態において、表示装置ＤＡは、シートディスプレイとしての有機ＥＬ表示装置である。図
１では、有機ＥＬ表示装置の断面構造について説明する。
【００１９】
　図１に示すように、有機ＥＬ表示装置は、アクティブマトリクス駆動方式を採用したも
のであり、アレイ基板ＡＲと、対向基板ＣＴとを備えている。アレイ基板ＡＲは、第１樹
脂層１０を用いて形成されている。アレイ基板ＡＲは、第１樹脂層１０の内面１０Ａ側に
、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、第３絶縁膜１３、第４絶縁膜１４、リブ１５、スイ
ッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３、表示素子としての有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ
３などを備えている。
【００２０】
　第１樹脂層１０は、絶縁層であり、例えば、ポリイミド（ＰＩ）を主成分とする材料に
よって形成されている。この第１樹脂層１０は、例えば、５乃至３０μｍの厚さを有して
いる。第１樹脂層１０を形成する材料としては、ポリイミドの他に、ポリアミドイミド、
ポリアラミドなど耐熱性が高い材料が選定される。すなわち、第１樹脂層１０は、各種絶
縁膜の成膜、スイッチング素子の形成、有機ＥＬ素子の形成などにおいてしばしば高温プ
ロセスに曝される。このため、第１樹脂層１０に要求される最も重視するべき特性は、可
撓性を有すること、耐熱性が高いことである。後述するように、有機ＥＬ素子は、対向基
板ＣＴを介して光を出射するいわゆるトップエミッションタイプであるため、第１樹脂層
１０が必ずしも高い透明性を有している必要はなく、第１樹脂層１０が着色していても良
い。
【００２１】
　第１樹脂層１０の内面１０Ａは、第１絶縁膜１１によって覆われている。第１絶縁膜１
１は、第１樹脂層１０の表面上に形成されている。第１絶縁膜１１は、０．２Ｎ／ｍｍ以
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下の密着力で第１樹脂層１０上に形成されている方が望ましい。なお、上記密着力は、９
０度剥離試験（９０°ピールテスト）を利用した場合に得られるものである。ここで、９
０度剥離試験とは、剥離角度を９０°とし、所定のタイミングで、所定の剥離速度で、第
１絶縁膜１１を第１樹脂層１０から引き剥がすときの抵抗力を測定する試験である。これ
は、後に第１樹脂層１０と、第１絶縁膜１１との界面にて剥離を行う場合の利便性を求め
るためであるが、第１樹脂層１０と第１絶縁膜１１との密着性が低すぎると、途中の工程
における熱的、化学的、あるいは物理的ストレスによるピーリングを生ずる場合があるた
め、留意する必要がある。
【００２２】
　第１絶縁膜１１は、第１樹脂層１０からのイオン性の不純物の浸入や、第１樹脂層１０
を介した水分などの浸入を抑制する第１バリア層として機能する。このような第１絶縁膜
１１は、シリコン窒化物（ＳｉＮＸ）やシリコン酸化物（ＳｉＯ２）やシリコン酸窒化物
（ＳｉＯＮ）などの無機系材料によって形成され、積層体によって構成されている。一例
として、第１絶縁膜１１は、シリコン窒化物及びシリコン酸化物を交互に積層した多層膜
によって構成されている。なお、第１絶縁膜１１は、バリア性能を確保できる他の材料で
形成されていても良い。
【００２３】
　スイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３は、第１絶縁膜１１の上方に形成されている。これ
らのスイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３は、例えば、それぞれ半導体層ＳＣを備えた薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）である。スイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３は、いずれも同一構
造であるが、ここでは、スイッチング素子ＳＷ１に着目してその構造をより具体的に説明
する。
【００２４】
　図示した例では、スイッチング素子ＳＷ１は、トップゲート型であるが、ボトムゲート
型であっても良い。半導体層ＳＣは、例えば、アモルファスシリコンやポリシリコンなど
のシリコン系、あるいは、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚｎ）の少な
くとも１つを含む酸化物である酸化物半導体によって形成されている。
【００２５】
　半導体層ＳＣは、第１絶縁膜１１の上に形成され、第２絶縁膜１２によって覆われてい
る。第２絶縁膜１２は、第１絶縁膜１１の上にも配置されている。第２絶縁膜１２の上に
は、スイッチング素子ＳＷ１のゲート電極ＷＧが形成されている。ゲート電極ＷＧは、第
３絶縁膜１３によって覆われている。第３絶縁膜１３は、第２絶縁膜１２の上にも配置さ
れている。
【００２６】
　第３絶縁膜１３の上には、スイッチング素子ＳＷ１のソース電極ＷＳ及びドレイン電極
ＷＤが形成されている。ソース電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、それぞれ半導体層ＳＣ
のソース領域およびドレイン領域にコンタクトしている。ソース電極ＷＳ及びドレイン電
極ＷＤは、第４絶縁膜１４によって覆われている。第４絶縁膜１４は、第３絶縁膜１３の
上にも配置されている。
【００２７】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３は、第４絶縁膜１４の上に形成されている。図
示した例では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１はスイッチング素子ＳＷ１と電気的に接続され、
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２はスイッチング素子ＳＷ２と電気的に接続され、有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ３はスイッチング素子ＳＷ３と電気的に接続されている。これらの有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３の発光色はいずれも白色である。このような有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄ１乃至ＯＬＥＤ３は、いずれも同一構造である。
【００２８】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、第４絶縁膜１４の上に形成された画素電極ＰＥ１を備えて
いる。画素電極ＰＥ１は、スイッチング素子ＳＷ１のドレイン電極ＷＤとコンタクトし、
スイッチング素子ＳＷ１と電気的に接続されている。同様に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は
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スイッチング素子ＳＷ２と電気的に接続された画素電極ＰＥ２を備え、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤ３はスイッチング素子ＳＷ３と電気的に接続された画素電極ＰＥ３を備えている。
【００２９】
　これらの画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３は、例えば陽極として機能する。画素電極ＰＥ１乃
至ＰＥ３は、例えば、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）、インジウム・ジンク
・オキサイド（ＩＺＯ）などの透明な導電材料によって形成されてもよいし、アルミニウ
ム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、チタン（Ｔｉ）、あるいはこれらの合
金などの金属材料によって形成されても良い。トップエミッションタイプの場合、画素電
極ＰＥ１乃至ＰＥ３は、反射性の高い金属材料によって形成された反射層を含むことが望
ましい。
【００３０】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３は、さらに、有機発光層ＯＲＧ及び共通電極Ｃ
Ｅを備えている。有機発光層ＯＲＧは、画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３の上にそれぞれ位置し
ている。また、有機発光層ＯＲＧは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３に亘って途
切れることなく連続的に形成されている。共通電極ＣＥは、有機発光層ＯＲＧの上に位置
している。また、共通電極ＣＥは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３に亘って途切
れることなく連続的に形成されている。このような共通電極ＣＥは、例えば、ＩＴＯやＩ
ＺＯなどの透明な導電材料によって形成されている。
【００３１】
　つまり、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、画素電極ＰＥ１、有機発光層ＯＲＧ、及び共通電
極ＣＥによって構成されている。同様に、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は、画素電極ＰＥ２、
有機発光層ＯＲＧ、及び共通電極ＣＥによって構成され、また、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３
は、画素電極ＰＥ３、有機発光層ＯＲＧ、及び共通電極ＣＥによって構成されている。
【００３２】
　なお、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３において、画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３の
各々と有機発光層ＯＲＧとの間には、さらに、ホール注入層やホール輸送層が介在してい
てもよいし、また、有機発光層ＯＲＧと共通電極ＣＥとの間には、さらに、電子注入層や
電子輸送層が介在していてもよい。
【００３３】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３は、それぞれリブ１５によって区画されている
。リブ１５は、第４絶縁膜１４の上に形成され、画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３のそれぞれの
エッジをカバーしている。なお、このリブ１５については、詳述していないが、例えば、
第４絶縁膜１４の上において格子状またはストライプ状に形成されている。このようなリ
ブ１５は、有機発光層ＯＲＧによって覆われている。つまり、有機発光層ＯＲＧは、画素
電極ＰＥ１乃至ＰＥ３の上のみならず、リブ１５の上にも延在している。
【００３４】
　図示した例では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３は、封止膜２０によって封止
されている。封止膜２０は、水分、酸素、水素などの汚染物質から有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ
１乃至ＯＬＥＤ３を保護するバリア膜として機能する。このような封止膜２０は、シリコ
ン窒化物（ＳｉＮＸ）やシリコン酸化物（ＳｉＯ２）やシリコン酸窒化物（ＳｉＯＮ）な
どの無機系材料によって形成され、単層もしくは積層体によって構成されている。封止膜
２０は、必要に応じて設けられていればよい。
【００３５】
　上記のように、第１積層体１が形成されている。ここで、第１積層体１は、第１樹脂層
１０から封止膜２０までの間に位置した積層体であり、第１絶縁膜１１、スイッチング素
子ＳＷ１乃至ＳＷ３及び有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３等を有している。
【００３６】
　対向基板ＣＴは、透明な第２樹脂層３０を用いて形成されている。対向基板ＣＴは、第
２樹脂層３０の内面３０Ａ側に、第５絶縁膜３１、カラーフィルタ等を備えている。カラ
ーフィルタは、青色の着色層３２Ｂ、緑色の着色層３２Ｇ、及び赤色の着色層３２Ｒを有
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している。
【００３７】
　第２樹脂層３０は、第５絶縁膜３１を通り過ぎて第１絶縁膜１１（第１積層体１）と対
向している。第２樹脂層３０は、透明な絶縁層であり、例えば、ポリイミド（ＰＩ）を主
成分とする材料によって第２樹脂層３０の表面上に形成されている。この第２樹脂層３０
は、第１樹脂層１０と同等の厚さを有しており、例えば、５乃至３０μｍの厚さを有して
いる。第２樹脂層３０を形成する材料としては、透明性が高い材料が選定される。すなわ
ち、トップエミッションタイプの有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３から出射された
光は、第２樹脂層３０を透過する。
【００３８】
　このため、第２樹脂層３０に要求される最も重視するべき性質は、可撓性を有し、透明
性が高いことである。このように、第１樹脂層１０と第２樹脂層３０とでは、要求される
性質が異なる。このため、第２樹脂層３０は、第１樹脂層１０とは異なる材料によって形
成され得る。例えば、第１樹脂層１０には、耐熱性に優れる非透明のポリイミドを用い、
第２樹脂層３０には透明ポリイミドを用いる。
【００３９】
　第２樹脂層３０の内面３０Ａは、第５絶縁膜３１によって覆われている。第５絶縁膜３
１は、第２樹脂層３０の表面上に形成されている。第５絶縁膜３１は、０．２Ｎ／ｍｍ以
下の密着力で第２樹脂層３０上に形成されている方が望ましい。なお、上記密着力は、９
０度剥離試験を利用した場合に得られるものである。第５絶縁膜３１は、第２樹脂層３０
からのイオン性の不純物の浸入や、第２樹脂層３０を介した水分などの浸入を抑制する第
２バリア層として機能する。第５絶縁膜３１は、積層体によって構成されている。
【００４０】
　第５絶縁膜（第２バリア層）３１は、第１絶縁膜（第１バリア層）１１の製造条件及び
製造工程と同一の製造条件及び製造工程を利用して形成されている。第５絶縁膜３１は第
１絶縁膜１１と同様に形成されている。第５絶縁膜３１は、各層の積層順、材料及び厚み
に関して第１絶縁膜１１と同一である。一例として、第５絶縁膜３１は、第１絶縁膜１１
と同様に、シリコン窒化物及びシリコン酸化物を交互に積層した多層膜によって構成され
る。
【００４１】
　図２に示すように、本実施形態において、第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１は、第１
シリコン酸化膜５と、シリコン窒化膜６と、第２シリコン酸化膜７の３層で形成されてい
る。
　第１シリコン酸化膜５は、ＳｉＯ２を利用し、第１樹脂層１０及び第２樹脂層３０の表
面上にそれぞれ形成されている。各第１シリコン酸化膜５の厚みは、同一であり、例えば
５０ｎｍである。シリコン窒化膜６は、ＳｉＮＸを利用し、第１シリコン酸化膜５の上に
それぞれ形成されている。各シリコン窒化膜６の厚みは、同一であり、例えば５０ｎｍで
ある。第２シリコン酸化膜７は、ＳｉＯ２を利用し、シリコン窒化膜６の上にそれぞれ形
成されている。第２シリコン酸化膜７の厚みは、同一であり、例えば３００ｎｍである。
【００４２】
　ここで、第１絶縁膜１１の積層構造と第５絶縁膜３１の積層構造とは、例えばスイッチ
ング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３に関し互いに対称である。第１絶縁膜１１が表示装置に与える
第１応力と第５絶縁膜３１が表示装置に与える第２応力とは相殺されるため、表示装置Ｄ
Ａの反りを抑制することができる。
【００４３】
　なお、第１樹脂層１０が表示装置ＤＡに与える第３応力と第２樹脂層３０が表示装置Ｄ
Ａに与える第４応力とが相殺されるとより望ましい。但し、上記第１応力と第２応力とが
相殺されるのであれば、第３応力と第４応力とが相殺されなくとも表示装置ＤＡの反りを
抑制することができる。また、上記第１応力と第２応力とが相殺されるのであれば、第２
樹脂層３０無しに表示装置ＤＡを形成しても表示装置ＤＡの反りを抑制することができる
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。第３応力や第４応力に比べて、第１応力や第２応力の方が大きいためである。
【００４４】
　着色層３２Ｂは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１と対向し、白色のうちの青色波長の光を透過
する。着色層３２Ｇは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２と対向し、白色のうちの緑色波長の光を
透過する。着色層３２Ｒは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３と対向し、白色のうちの赤色波長の
光を透過する。隣合う着色層の境界は、リブ１５の上方に位置している。
【００４５】
　上記のように、第２積層体２が形成されている。ここで、第２積層体２は、第２樹脂層
３０からカラーフィルタ（着色層３２Ｒ、３２Ｇ、３２Ｂ）までの間に位置した積層体で
あり、第５絶縁膜３１等を有している。
　このようなアレイ基板ＡＲ（第１積層体１）と対向基板ＣＴ（第２積層体２）とは、画
像を表示する表示部の外側でアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴと接着するシール材で接着さ
れておりその間に透明な充填剤が封入されている。つまり、アレイ基板ＡＲ（第１積層体
１）と対向基板ＣＴ（第２積層体２）との間に充填層４０が位置している。
【００４６】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３は、第１樹脂層１０と第２樹脂層３０との間に
位置している。図示した例では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１と着色層３２Ｂとの間、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤ２と着色層３２Ｇとの間、及び有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３と着色層３２Ｒと
の間には、それぞれ封止膜２０及び充填層４０が介在している。このような充填層４０は
、水分吸収能力を有する材料で形成されることが望ましい。これにより、例えば封止膜２
０に欠陥が生じていたとしても充填層４０が封止膜２０の欠陥に入り込み、水分の侵入経
路を塞ぐことが可能となる。　
　なお、充填剤のかわりに水分吸収能力を有する接着剤でアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴ
とを接着しても良い。
【００４７】
　このような表示装置ＤＡの一例である有機ＥＬ表示装置によれば、有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄ１乃至ＯＬＥＤ３のそれぞれが発光した際、それぞれの放射光（白色光）は、着色層３
２Ｂ、着色層３２Ｇ、着色層３２Ｒのいずれかを介して外部に出射される。このとき、有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１から放射された白色光のうち、青色波長の光が着色層３２Ｂを透過
する。また、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２から放射された白色光のうち、緑色波長の光が着色
層３２Ｇを透過する。また、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３から放射された白色光のうち、赤色
波長の光が着色層３２Ｒを透過する。これにより、カラー表示が実現される。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る表示装置ＤＡの製造方法の一例について説明する。　
　まず、図３に示すように、第１マザー基板Ｍ１を用意する。すなわち、ガラス基板など
の第１支持基板１００の上に、樹脂材料を所望の厚さで成膜した後に硬化させ、第１樹脂
層１０を形成する。このとき、第１樹脂層１０は、後述する割断工程の後に個々のアレイ
基板となる領域のうち、表示部に対応した領域に延在している。図示した例では、第１樹
脂層１０は、３つの表示部に対応した領域、すなわち、第１領域Ａ１、第２領域Ａ２、第
３領域Ａ３にそれぞれ延在している。その後、第１樹脂層１０の表面上に、無機系材料か
らなる薄膜を積層し、多層膜を形成し、第１絶縁膜（第１バリア層）１１を形成する。こ
の第１絶縁膜１１も、第１領域Ａ１、第２領域Ａ２、第３領域Ａ３にそれぞれ延在してい
る。
【００４９】
　ここで、本実施形態に係る第１絶縁膜１１の製造方法について説明する。　
　第１絶縁膜１１の製造が開始すると、まず、平行平板のプラズマＣＶＤ装置の反応室内
に第１樹脂層１０が形成された第１支持基板１００を搬入する。そして、第１支持基板１
００の温度が４００℃程度となる状態にて、反応室内への供給ガスを切替えながら、第１
樹脂層１０上に、５０ｎｍの厚みを有する第１シリコン酸化膜５、５０ｎｍの厚みを有す
るシリコン窒化膜６、及び３００ｎｍの厚みを有する第２シリコン酸化膜７を連続的に順
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に形成する。
【００５０】
　第１シリコン酸化膜５は、ＳｉＨ４ガスとＮ２Ｏガスとの混合ガスのプラズマ分解によ
り第１樹脂層１０上に形成される。シリコン窒化膜６は、ＳｉＨ４ガスとＮＨ３ガスとの
混合ガスのプラズマ分解により第１シリコン酸化膜５上に形成される。第２シリコン酸化
膜７は、ＳｉＨ４ガスとＮ２Ｏガスとの混合ガスのプラズマ分解によりシリコン窒化膜６
上に形成される。上記のように、ＳｉＨ４ガスを流し続け、副ガスを換えることにより、
第１絶縁膜１１が製造される。
【００５１】
　図３に示すように、そして、第１絶縁膜１１の上の第１領域Ａ１に表示素子部１２１を
形成し、第１絶縁膜１１の上の第２領域Ａ２に表示素子部１２２を形成し、第１絶縁膜１
１の上の第３領域Ａ３に表示素子部１２３を形成する。また、第１絶縁膜１１の上には、
駆動ＩＣチップやフレキシブルプリント回路基板などの信号供給源を実装するための実装
部１３１乃至１３３を形成する。表示素子部１２１乃至１２３は、いずれも同一構造であ
り、それぞれマトリクス状に配置された複数の有機ＥＬ素子を含んでいる。
【００５２】
　表示素子部１２１乃至１２３は、それぞれ以下のようにして形成される。すなわち、第
１絶縁膜１１の上方に、スイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３、第２絶縁膜１２、第３絶縁
膜１３、第４絶縁膜１４などを順に形成する。同時に、各種配線も形成する。そして、第
４絶縁膜１４の上に、画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３を形成した後にリブ１５を形成し、有機
発光層ＯＲＧを形成し、共通電極ＣＥを形成する。これらの工程を経て、有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３が形成される。その後、必要に応じて、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１
乃至ＯＬＥＤ３を覆う封止膜２０を形成する。　
　これにより、第１支持基板１００の上に、第１絶縁膜１１及びスイッチング素子ＳＷ１
乃至ＳＷ３等を有する第１積層体１が形成される。
【００５３】
　続いて、図４に示すように、第２マザー基板Ｍ２を用意する。すなわち、ガラス基板な
どの第２支持基板２００を用意する。第２支持基板２００は第１支持基板１００と同様に
形成されている。第２支持基板２００は、材料及び厚みに関して第１支持基板１００と同
一である。第２支持基板２００の上に、樹脂材料を所望の厚さで成膜した後に硬化させ、
その後にフォトリソグラフィプロセスなどを用いて成膜した樹脂材料をパターニングする
ことにより、透明な第２樹脂層３０を形成する。個々の第２樹脂層３０は、互いに離間し
ている。つまり、第２樹脂層３０のそれぞれは、第２支持基板２００の上に島状に形成さ
れている。
【００５４】
　そして、第２樹脂層３０のそれぞれの表面上に、無機系材料からなる薄膜を積層し、多
層膜を形成し、第５絶縁膜（第２バリア層）３１を形成する。図２に示すように、第５絶
縁膜３１は、第１絶縁膜１１の製造条件及び製造工程と同一の製造条件及び製造工程を利
用して形成される。第５絶縁膜３１は第１絶縁膜１１と同様に形成される。第５絶縁膜３
１は、各層の積層順、材料及び厚みに関して第１絶縁膜１１と同一である。
【００５５】
　図４に示すように、そして、第５絶縁膜３１のそれぞれの上にカラーフィルタＣＦを形
成する。カラーフィルタＣＦは、いずれも同一構造であり、それぞれ着色層３２Ｂ、着色
層３２Ｇ、着色層３２Ｒを有している。　
　これにより、第２支持基板２００の上に、第５絶縁膜３１等を有する第２積層体２が形
成される。
【００５６】
　続いて、図５に示すように、第１領域Ａ１、第２領域Ａ２、第３領域Ａ３のそれぞれに
、枠状のシール材ＳＥを形成した後、シール材ＳＥで囲まれた内側に充填剤（あるいは接
着剤）を塗布する。
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　続いて、図６に示すように、第１絶縁膜１１の積層構造と第５絶縁膜３１の積層構造と
が、例えばスイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３に関し互いに対称となるように、上記第１
積層体１と上記第２積層体２とを対向配置する。
【００５７】
　次いで、第１マザー基板Ｍ１と第２マザー基板Ｍ２とを貼り合わせ、上記第１積層体１
と上記第２積層体２との間に充填層４０を形成する。そして、上記第１積層体１（表示素
子部１２１乃至１２３のそれぞれ）と、上記第２積層体２（カラーフィルタ層ＣＦ）とを
シール材ＳＥ及び充填層４０により接着する。
【００５８】
　続いて、図７に示すように、第２マザー基板Ｍ２について、第２樹脂層３０から第２支
持基板２００を剥離し、第２支持基板２００を除去する。同様に、第１マザー基板Ｍ１に
ついても、第１樹脂層１０から第１支持基板１００を剥離し、第１支持基板１００を除去
する。これらの第１支持基板１００及び第２支持基板２００の剥離・除去については、例
えば、レーザーアブレーションと称される技術などが適用可能であり、支持基板に向けて
レーザー光を照射することで、支持基板と樹脂層との界面において局所的にエネルギー吸
収が起こり、支持基板が樹脂層から分離可能となるものである。光源としては、例えば、
エキシマレーザーなどが適用可能である。
【００５９】
　続いて、図８に示すように、第１樹脂層１０を割断する。図示した例では、第１領域Ａ
１と第２領域Ａ２との間、及び、第２領域Ａ２と第３領域Ａ３との間でそれぞれ第１樹脂
層１０を割断する。これにより、チップＣ１乃至Ｃ３に分離される。チップＣ１は、第１
領域Ａ１に表示素子部１２１を備え、第１領域Ａ１の外側に実装部１３１を備えている。
チップＣ２は、第２領域Ａ２に表示素子部１２２を備え、第２領域Ａ２の外側に実装部１
３２を備えている。チップＣ３は、第３領域Ａ３に表示素子部１２３を備え、第３領域Ａ
３の外側に実装部１３３を備えている。
【００６０】
　その後、実装部１３１乃至１３３のそれぞれに信号供給源などが実装される。これによ
り、本実施形態の表示装置（有機ＥＬ表示装置）ＤＡが製造される。
　上記のように構成された第１の実施形態に係る表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方
法によれば、表示装置ＤＡは、第１積層体１と、第２積層体２と、充填層４０と、を備え
ている。第１積層体１は、第１樹脂層１０の表面上に形成された第１絶縁膜１１と、第１
絶縁膜１１の上方に形成されたスイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３と、を有している。第
２積層体２は第５絶縁膜３１を有している。充填層４０は、第１積層体１と第２積層体２
との間に位置している。表示装置ＤＡは、ガラス基板の替わりとして、可撓性に優れた第
１樹脂層１０及び第２樹脂層３０を利用して形成されている。そのため、可撓性に優れた
表示装置ＤＡを得ることができる。
【００６１】
　第１絶縁膜１１は、第１バリア層として利用することができ、例えばスイッチング素子
ＳＷ１乃至ＳＷ３の汚染を防止することができる。第５絶縁膜３１は、第２バリア層とし
て利用することができ、例えば有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３の劣化を抑制する
ことができる。そのため、信頼性に優れた表示装置ＤＡを得ることができる。
【００６２】
　第５絶縁膜３１は、いわゆる転写プロセスにより、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥ
Ｄ３等の上方に設けられている。第５絶縁膜３１を形成する際、第５絶縁膜３１は、まず
、第２樹脂層３０が形成された第２支持基板２００上に形成されている。スイッチング素
子ＳＷ１乃至ＳＷ３や有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３が形成された第１支持基板
１００上に第５絶縁膜３１を形成する場合より、第２支持基板２００上に第５絶縁膜３１
を形成する場合の方が、第５絶縁膜３１を形成する際の温度制限を緩和することができる
。第５絶縁膜３１を高温の環境下で形成することが可能となるため、バリア性に優れた緻
密な第５絶縁膜３１を形成することができる。そのため、一層、信頼性に優れた表示装置
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ＤＡを得ることができる。
【００６３】
　第５絶縁膜３１は、各層の積層順、材料及び厚みに関して第１絶縁膜１１と同一である
。第１絶縁膜１１の積層構造と第５絶縁膜３１の積層構造とは、スイッチング素子ＳＷ１
乃至ＳＷ３に関し互いに対称である。第１絶縁膜１１が表示装置に与える第１応力と第５
絶縁膜３１が表示装置に与える第２応力とは相殺されるため、表示装置ＤＡの反りを抑制
することができる。そのため、安定的に形状を維持することができる表示装置を得ること
ができる。
【００６４】
　第５絶縁膜３１は、０．２Ｎ／ｍｍ以下の密着力で第２樹脂層３０の上に形成されてい
る方が望ましい。第１積層体１と第２積層体２とを接着した後に第５絶縁膜３１から第２
樹脂層３０を剥離する場合においては、第２樹脂層３０の剥離が容易になるためである。
【００６５】
　第１絶縁膜１１も、０．２Ｎ／ｍｍ以下の密着力で第１樹脂層１０の上に形成されてい
る方が望ましい。第１積層体１と第２積層体２とを接着した後に第１絶縁膜１１から第１
樹脂層１０を剥離してもよく、この場合においては、第１樹脂層１０の剥離が容易になる
ためである。
【００６６】
　第１樹脂層１０は第１支持基板１００上に予め形成され、第２樹脂層３０は第２支持基
板２００上に予め形成されている。第２支持基板２００は、材料及び厚みに関して第１支
持基板１００と同一である。これにより、製造工程中における製造物（第１支持基板１０
０、第２支持基板２００等）の反り等を抑制することができる。
【００６７】
　上記のことから、信頼性に優れた表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方法を得ること
ができる。又は、安定的に形状を維持することができる表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの
製造方法を得ることができる。
　次に、第２の実施形態に係る表示装置ＤＡについて説明する。なお、本実施形態に係る
表示装置ＤＡの製造方法に関しては、上述した第１の実施形態に係る表示装置ＤＡの製造
方法の一部を適用することができる。例えば、第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１の製造
方法に関しては、上述した第１の実施形態に係る第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１の製
造方法を適用することができる。
【００６８】
　図９は、本実施形態に係る表示装置ＤＡの構造例を概略的に示す断面図である。この実
施形態において、表示装置ＤＡは、シートディスプレイとしての有機ＥＬ表示装置である
。　
　図９に示すように、本実施形態に係る表示装置ＤＡは、上述した第１の実施形態に係る
表示装置ＤＡと比較して、対向基板ＣＴのカラーフィルタを省略し、有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄ１乃至ＯＬＥＤ３がそれぞれ異なる色に発光する点で相違している。
【００６９】
　すなわち、アレイ基板ＡＲは、第１樹脂層１０、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、第
３絶縁膜１３、第４絶縁膜１４、リブ１５、スイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３、及び封止膜２０を備えている。
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、スイッチング素子ＳＷ１に接続された画素電極ＰＥ１、画
素電極ＰＥ１の上方に位置する有機発光層ＯＲＧ（Ｂ）、及び、有機発光層ＯＲＧ（Ｂ）
の上方に位置する共通電極ＣＥによって構成されている。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は、ス
イッチング素子ＳＷ２に接続された画素電極ＰＥ２、画素電極ＰＥ２の上方に位置する有
機発光層ＯＲＧ（Ｇ）、及び、有機発光層ＯＲＧ（Ｇ）の上方に位置する共通電極ＣＥに
よって構成されている。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３は、スイッチング素子ＳＷ３に接続され
た画素電極ＰＥ３、画素電極ＰＥ３の上方に位置する有機発光層ＯＲＧ（Ｒ）、及び、有
機発光層ＯＲＧ（Ｒ）の上方に位置する共通電極ＣＥによって構成されている。
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【００７０】
　有機発光層ＯＲＧ（Ｂ）は青色に発光し、有機発光層ＯＲＧ（Ｇ）は緑色に発光し、有
機発光層ＯＲＧ（Ｒ）は赤色に発光する。有機発光層ＯＲＧ（Ｂ）、有機発光層ＯＲＧ（
Ｇ）、及び、有機発光層ＯＲＧ（Ｒ）は、いずれもリブ１５の上で途切れている。共通電
極ＣＥは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３に亘って途切れることなく連続的に形
成され、有機発光層から露出したリブ１５の上も覆っている。
【００７１】
　対向基板ＣＴは、第２樹脂層３０、及び第５絶縁膜３１を備えている。これらのアレイ
基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、充填層４０によって接着されている。
　上記のように構成された第２の実施形態に係る表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方
法によれば、表示装置ＤＡは、第１積層体１と、第２積層体２と、充填層４０と、を備え
ている。第１積層体１は、第１樹脂層１０の表面上に形成された第１絶縁膜１１と、第１
絶縁膜１１の上方に形成されたスイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３と、を有している。第
２積層体２は第５絶縁膜３１を有している。充填層４０は、第１積層体１と第２積層体２
との間に位置している。
【００７２】
　第５絶縁膜３１は、各層の積層順、材料及び厚みに関して第１絶縁膜１１と同一である
。第１絶縁膜１１の積層構造と第５絶縁膜３１の積層構造とは、スイッチング素子ＳＷ１
乃至ＳＷ３に関し互いに対称である。このため、本実施形態に係る表示装置ＤＡ及び表示
装置ＤＡの製造方法は、上述した第１の実施形態で得られる効果と同様の効果を得ること
ができる。
【００７３】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１乃至ＯＬＥＤ３の発光色は、例えば赤色、緑色、青色であって
もよい。この場合、表示装置ＤＡは、着色層３２Ｒ、着色層３２Ｇ及び着色層３２Ｂ無し
に赤色、緑色、青色の光を発する（表示する）ことができる。
　上記のことから、信頼性に優れた表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方法を得ること
ができる。又は、安定的に形状を維持することができる表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの
製造方法を得ることができる。
【００７４】
　次に、第３の実施形態に係る表示装置ＤＡについて説明する。なお、本実施形態に係る
表示装置ＤＡの製造方法に関しては、上述した第１の実施形態に係る表示装置ＤＡの製造
方法の一部を適用することができる。例えば、第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１の製造
方法に関しては、上述した第１の実施形態に係る第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１の製
造方法を適用することができる。
【００７５】
　図１０は、本実施形態に係る表示装置ＤＡの構造例を概略的に示す断面図である。この
実施形態において、表示装置ＤＡは、シートディスプレイとしての液晶表示装置である。
　
　図１０に示すように、本実施形態に係る表示装置ＤＡは、上述した第１の実施形態に係
る表示装置ＤＡと比較して、表示素子として液晶素子を備えている点で相違している。
【００７６】
　すなわち、アレイ基板ＡＲは、第１樹脂層１０、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、第
３絶縁膜１３、第４絶縁膜１４、リブ１５、スイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３、画素電
極ＰＥ１乃至ＰＥ３、及び第１配向膜ＡＬ１を備えている。画素電極ＰＥ１はスイッチン
グ素子ＳＷ１に接続され、画素電極ＰＥ２はスイッチング素子ＳＷ２に接続され、画素電
極ＰＥ３はスイッチング素子ＳＷ３に接続されている。第１配向膜ＡＬ１は、画素電極Ｐ
Ｅ１乃至ＰＥ３を覆っている。ここで、第１積層体１は、第１樹脂層１０から第１配向膜
ＡＬ１までの間に位置した積層体である。
【００７７】
　対向基板ＣＴは、第２樹脂層３０、第５絶縁膜３１、着色層３２Ｂ、着色層３２Ｇ、着
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色層３２Ｒ、共通電極ＣＥ、及び第２配向膜ＡＬ２を備えている。着色層３２Ｂは画素電
極ＰＥ１の上方に位置し、着色層３２Ｇは画素電極ＰＥ２の上方に位置し、着色層３２Ｒ
は画素電極ＰＥ３の上方に位置している。共通電極ＣＥは、画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３の
それぞれに対向している。第２配向膜ＡＬ２は、共通電極ＣＥを覆っている。ここで、第
２積層体２は、第２樹脂層３０から第２配向膜ＡＬ２までの間に位置した積層体である。
【００７８】
　これらのアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、図示しないスペーサにより所定のセルギ
ャップを形成した状態で、シール材によって接着されている。液晶層ＬＱは、アレイ基板
ＡＲと対向基板ＣＴとの間のセルギャップに保持されている。なお、液晶層ＬＱは、第１
積層体１と第２積層体２との間に位置した充填層として機能している。液晶層ＬＱは、詳
述しないが、画素電極ＰＥと共通電極ＣＥとの間の電界で配向状態が制御される液晶分子
を含んでいる。
【００７９】
　液晶素子ＬＣ１は、画素電極ＰＥ１、液晶層ＬＱ、及び共通電極ＣＥによって構成され
ている。液晶素子ＬＣ２は、画素電極ＰＥ２、液晶層ＬＱ、及び共通電極ＣＥによって構
成されている。液晶素子ＬＣ３は、画素電極ＰＥ３、液晶層ＬＱ、及び共通電極ＣＥによ
って構成されている。
【００８０】
　なお、本実施形態では、液晶素子を構成する画素電極ＰＥ１乃至ＰＥ３がアレイ基板Ａ
Ｒに備えられ、共通電極ＣＥが対向基板ＣＴに備えられた場合について説明したが、画素
電極ＰＥ１乃至ＰＥ３と共通電極ＣＥの双方がアレイ基板ＡＲに備えられていてもよい。
【００８１】
　上記のように構成された第３の実施形態に係る表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方
法によれば、表示装置ＤＡは、第１積層体１と、第２積層体２と、液晶層ＬＱと、を備え
ている。第１積層体１は、第１樹脂層１０の表面上に形成された第１絶縁膜１１と、第１
絶縁膜１１の上方に形成されたスイッチング素子ＳＷ１乃至ＳＷ３と、を有している。第
２積層体２は第５絶縁膜３１を有している。液晶層ＬＱは、第１積層体１と第２積層体２
との間に位置している。
【００８２】
　第５絶縁膜３１は、各層の積層順、材料及び厚みに関して第１絶縁膜１１と同一である
。第１絶縁膜１１の積層構造と第５絶縁膜３１の積層構造とは、スイッチング素子ＳＷ１
乃至ＳＷ３に関し互いに対称である。このため、本実施形態に係る表示装置ＤＡ及び表示
装置ＤＡの製造方法は、上述した第１の実施形態で得られる効果と同様の効果を得ること
ができる。
【００８３】
　上記のことから、信頼性に優れた表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方法を得ること
ができる。又は、安定的に形状を維持することができる表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの
製造方法を得ることができる。
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【００８４】
　例えば、第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１は、第１樹脂層１０の表面上や第２樹脂層
３０の表面上等、樹脂層表面上に形成されていればよい。第１樹脂層１０や第２樹脂層３
０の替わりに、プラスチック基板（樹脂基板）を利用してもよい。この場合、第１絶縁膜
１１及び第５絶縁膜３１はプラスチック基板の表面上に形成されていればよい。また、表
示装置ＤＡは、第１樹脂層１０、第２樹脂層３０、及びプラスチック基板、無しに形成さ
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れていてもよい。すなわち、第１樹脂層１０、第２樹脂層３０、及びプラスチック基板等
を剥離して表示装置ＤＡを形成してもよい。
【００８５】
　第１バリア層及び第２バリア層は、それぞれ第１絶縁膜１１及び第５絶縁膜３１に限定
されるものではなく、種々変形可能である。第１バリア層及び第２バリア層は、同一の製
造条件及び製造工程を利用し、各層の積層順、材料及び厚みに関して同様に形成され、ス
イッチング素子（ＳＷ１乃至ＳＷ３）に関し互いに対称であればよい。これにより、上述
した実施形態で得られる効果と同様の効果を得ることができる。
【００８６】
　本発明の実施形態は、上述した表示装置ＤＡ及び表示装置ＤＡの製造方法への適用に限
定されるものではない。本発明の実施形態は、例えば、他の有機ＥＬ表示装置（例えば、
ボトムエミッション型有機ＥＬ表示装置）や、他の液晶表示装置や、他の表示装置（例え
ば、電気泳動素子を用いた表示装置）、これらの表示装置の製造方法にも適用でき得る。
例えば、自己発光素子としては、ダイオード（有機ＥＬダイオード）に限定されるもので
はなく、自己発光可能な様々な表示素子を利用することができる。また、中小型から大型
まで、特に限定することなく適用が可能であることは言うまでもない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］樹脂層表面上に形成された第１バリア層と、前記第１バリア層の上方に形成され
たスイッチング素子と、を有する第１積層体と、
　各層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を有
する第２積層体と、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に位置した充填層と、を備え、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とは、前記スイッチング素
子に関し互いに対称である表示装置。
　［２］前記第２積層体は、前記第２バリア層を通り過ぎて前記第１積層体と対向した他
の樹脂層をさらに有し、
　前記第２バリア層は、前記他の樹脂層上に形成されている［１］に記載の表示装置。
　［３］前記第２バリア層は、０．２Ｎ／ｍｍ以下の密着力で前記他の樹脂層上に形成さ
れている［２］に記載の表示装置。
　［４］第１樹脂層表面上に第１バリア層を形成し、前記第１バリア層の上方にスイッチ
ング素子を形成し、前記第１バリア層及びスイッチング素子を有する第１積層体を形成し
、
　前記第１バリア層の製造条件及び製造工程と同一の製造条件及び製造工程を利用し、各
層の積層順、材料及び厚みに関して前記第１バリア層と同一である第２バリア層を第２樹
脂層表面上に形成し、前記第２バリア層を有する第２積層体を形成し、
　前記第１バリア層の積層構造と前記第２バリア層の積層構造とが前記スイッチング素子
に関し互いに対称となるように、前記第１積層体と前記第２積層体とを対向配置し、
　前記第１積層体と前記第２積層体との間に充填層を形成し、前記第１積層体と前記第２
積層体とを接着する表示装置の製造方法。
　［５］前記第１積層体と前記第２積層体とを接着した後、前記第２バリア層から前記第
２樹脂層を剥離する［４］に記載の表示装置の製造方法。
　［６］前記第１樹脂層は、第１支持基板上に予め形成され、
　前記第２樹脂層は、材料及び厚みに関して前記第１支持基板と同一である第２支持基板
上に予め形成され、
　前記第１積層体と前記第２積層体とを接着した後、前記第２樹脂層から前記第２支持基
板を剥離し、前記第１樹脂層から前記第１支持基板を剥離する［４］に記載の表示装置の
製造方法。
【符号の説明】
【００８７】
　ＤＡ…表示装置、ＡＲ…アレイ基板、１…第１積層体、１０…第１樹脂層、１１…第１
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絶縁膜、５…第１シリコン酸化膜、６…シリコン窒化膜、７…第２シリコン酸化膜、ＳＷ
１，ＳＷ２，ＳＷ３…スイッチング素子、ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３…有機Ｅ
Ｌ素子、ＣＴ…対向基板、２…第２積層体、３０…第２樹脂層、３１…第５絶縁膜、ＳＥ
…シール材、４０…充填層、１００…第１支持基板、２００…第２支持基板
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